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１．概要（Summary） 

超低消費電力な磁気抵抗メモリ素子として，応力アシス

ト磁化反転を実現できるピエゾエレクトロニック磁気トンネ

ル接合(PE-MTJ)を我々のグループが提案している．本

研究では，その圧力印加機構の試作と動作検証を行った． 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置 

【実験方法】 

利用申請者が所属する中川研究室の対向ターゲット式

スパッタ成膜装置で石英基板上に W/SmFe2/W の 3 層

構造を作製した．次いで，マスクレス露光装置を用いて円

上のレジストパターンを形成した．その後，共同研究者が

管理するイオンミリング装置により，下部 W 層の一部を残

したまま W/SmFe2/W 積層構造をピラー状にドライエッチ

した．次いでマスクレス露光装置とイオンミリングにより残り

の下部W層を下部電極としてパターニングした．さらに圧

電体であるAlNと上部電極材料であるAlを成膜し，その

後マスクレス露光装置とウエットエッチング技術を用いて

Alを上部電極形状に加工した． 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

図 1 に作製した試料の断面図を示す．図 2 に走査型

電子顕微鏡写真(SEM)像を示す．バリ等が見られるもの

の，ほぼ設計通りのデバイスが試作できた．今後は圧力を

印加した際の磁化特性を評価する計画である． 

 

Fig. 1 Schematics of device structure 

 

Fig. 2 SEM image of the fabricated devices. 
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